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※概要（Summary）： 
半導体素子の省電力化において、素子微細化によるリー

ク電流を抑える事が一つの方針となっている。リーク電流

は温度と相関関係があり、温度が上昇するとリーク電流が

増大する。つまり、半導体素子の排熱、冷却を行う事で省

電力化に効果がある事が期待できる。また。排熱応用で

は高い熱伝導率を持つ材料が求められるている。 
ナノカーボン材料であるCNTやグラフェンは1000W/mK
を超える高い熱伝導率が報告されている。この優れた特

性を半導体素子の排熱及び配線に応用し、半導体素子

の省電力化を達成するのが目標である。この報告書では、

NPF 設備を利用して行った CNT-グラフェン複合構造体

の断面 TEM 観察について報告する。 
※実験（Experimental）： 
・スパッタ装置 ・集束イオンビーム加工観察装置(FIB) 
まず Si ウェハ上にスパッタ装置で Co,Ti を成膜した。 
そのウェハをCVDによりCNT成長を行った。その後集束

イオンビーム加工観察装置(FIB)にて TEM 観察用に薄

片化した。 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
FIB にて薄片化したサンプルの写真を Fig.1 に示す。 

 

Fig.1 薄片化サンプル像 
 

この試料を透過型電子顕微鏡内に導入し、顕微鏡内でプ

ロービング実験を行った。Fig2. (a)に低倍率像、Fig2. (b)
に拡大像を示す。FIB にて薄片化した試料で TEM 装置

内でプロービング可能であることを示すことができた。

今後電流印加による CNT グラフェン複合体の構造変化

を観察する計画である。 
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Fig.2 (a) 低倍率像, (b) 高倍率像 
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